
FJDL5239-07 

  作成：2024 年 1 月 9 日 

ML5239  
16 直列リチウムイオン 2 次電池保護用アナログフロントエンド IC 

 

 1/43 

■ 概要 

ML5239 は、5～16 セル・リチウムイオン 2 次電池パック向けの電圧監視 ICです。多段直列接続ができ、17 セ

ル以上のリチウムイオン電池の電圧監視にも対応可能です。 

また、セルバランス用外付け FET の駆動端子を搭載しており、電池セル毎にバランスをとることができます。 

 

■ 特長 

⚫ 5～16 セル電圧測定機能 

  12 ビット逐次比較型 ADC内蔵 

  セル電圧測定精度：±10mV@ 25℃、セル電圧=3.6V 

⚫ セル電圧測定時間：1ms(typ)/セル 

⚫ セル電圧測定端子のオープン/ショート検出機能搭載 

⚫ 多段直列 IC 間通信機能 

  MCU インタフェース：SPI シリアルインタフェース 

  CRCによる通信エラー検出 

⚫ SPI 通信速度=500kHz(max)＠4 段構成 

⚫ セルバランス用 FET 駆動端子搭載 

⚫ 温度センサ入力：4 チャンネル 

⚫ 消費電流 

  セル電圧測定状態 ： 1.2mA(typ)、2.4mA(max) 

  パワーダウン状態 ： 0.1μA(typ)、1μA(max) 

 

⚫ 電源電圧 ： 10V～72V 

⚫ 動作温度 ： －40℃～85℃ 

⚫ パッケージ ： 64 ピンプラスチック TQFP 

  

■ 用途 

・電動工具／園芸用工具 

・E-Bike／電動アシスト自転車 

・無停電電源装置(UPS) 

・蓄電システム(ESS) 

 

■ 形名 
ML5239TB 
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■ ブロック図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 端子接続図(上面図)  
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■ 端子説明 

ピン番号 端子名 I/O 説  明 

1 CB13 O 電池セル 13 のセルバランス制御出力端子です。 

2 V12 I 

電池セル 13 の負極入力端子、および、電池セル 12 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～11 セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V11）と同じ電位を入力してください。 

3 CB12 O 電池セル 12 のセルバランス制御出力端子です。 

4 V11 I 

電池セル 12 の負極入力端子、および、電池セル 11 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～10 セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V10）と同じ電位を入力してください。 

5 CB11 O 電池セル 11 のセルバランス制御出力端子です。 

6 V10 I 

電池セル 11 の負極入力端子、および、電池セル 10 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～9セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V9）と同じ電位を入力してください。 

7 CB10 O 電池セル 10 のセルバランス制御出力端子です。 

8 V9 I 

電池セル 10 の負極入力端子、および、電池セル 9 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～8セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V8）と同じ電位を入力してください。 

9 CB9 O 電池セル 9 のセルバランス制御出力端子です。 

10 V8 I 

電池セル 9 の負極入力端子、および、電池セル 8 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～7セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V7）と同じ電位を入力してください。 

11 CB8 O 電池セル 8 のセルバランス制御出力端子です。 

12 V7 I 

電池セル 8 の負極入力端子、および、電池セル 7 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～6セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V6）と同じ電位を入力してください。 

13 CB7 O 電池セル 7 のセルバランス制御出力端子です。 

14 V6 I 

電池セル７の負極入力端子、および、電池セル 6 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子（V5）

と同じ電位を入力してください。 

15 CB6 O 電池セル 6 のセルバランス制御出力端子です。 

16 V5 I 電池セル 6 の負極入力端子、および、電池セル 5 の正極入力端子です。 

17 CB5 O 電池セル 5 のセルバランス制御出力端子です。 

18 V4 I 電池セル 5 の負極入力端子、および、電池セル 4 の正極入力端子です。 

19 CB4 O 電池セル 4 のセルバランス制御出力端子です。 

20 V3 I 電池セル 4 の負極入力端子、および、電池セル 3 の正極入力端子です。 

21 CB3 O 電池セル 3 のセルバランス制御出力端子です。 

22 V2 I 電池セル 3 の負極入力端子、および、電池セル 2 の正極入力端子です。 

23 CB2 O 電池セル 2 のセルバランス制御出力端子です。 

24 V1 I 電池セル 2 の負極入力端子、および、電池セル 1 の正極入力端子です。 

25 CB1 O 電池セル 1 のセルバランス制御出力端子です。 

26 GND ― グランド端子です。 

27 /CS I 

SPI インタフェースのチップセレクト端子です。”L”レベル入力で SPI インタフェース

が有効となります。1回のデータライト・リード動作完了時には、必ず”H”レベルを入

力してください。 

28 SCK I 

SPI インタフェースのシリアルクロック入力端子です。SCK クロックの立上りエッジ

で、SDI端子入力を LSI内部に取り込み、SCKクロックの立下りエッジで、SDO端

子、または、SDI端子にデータが出力されます。 
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ピン番号 端子名 I/O 説  明 

29 SDI IO 
SPI インタフェースのデータ入力端子です。 

多段接続時の上位 ICではデータ入出力端子となります。 

30 SDO O 
SPIインタフェースのデータ出力端子です。/CS端子入力が”H”レベルのときは、高

インピーダンス状態となります。 

31 /INTO O 
外部MCUへの割り込み信号出力です。NMOSオープンドレイン出力で、割り込み

発生時に、”L”レベルを出力します。 

32 ID I 

多段接続時の ID識別端子です。多段接続しない場合、および、外部MCU と接続

する最下位 ICの場合はGNDレベルに設定してください。多段接続の最下位以外

の ICは、その ICの VREGレベルに設定してください 

33 GPOUT O 汎用出力端子です。NMOS オープンドレイン出力です。 

34 TDRV O 
サーミスタ用グランド端子です。温度計測時には 0V出力にし、温度計測時以外で

は、Hi-Z状態にしてください。NMOSオープンドレイン出力です。 

35 TEMP1 IO 
温度計測用サーミスタ接続端子です。TDRV端子間に NTCサーミスタを接続し、

VREG端子間に抵抗を接続します。 

レジスタ設定により、汎用出力に切り替えることができます。 

36 TEMP2 IO 

37 TEMP3 IO 

38 TEMP4 IO 

39 VREG O 
内蔵 5.3Vレギュレータの出力端子です。GND間に 1Fのコンデンサを接続してく

ださい。IC内部回路の電源です。 

40 VREF O 
内蔵 ADC用基準電圧出力端子です。GND間に 1Fのコンデンサを接続してくだ

さい。 

41 GNDU ― 

多段接続時の上位 ICとの通信回路のGND端子です。上位 ICのGND端子に抵

抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、VDD端子に接続してくださ

い。 

42 /INTI I 

多段接続時の上位 ICからの割り込み信号入力端子です。上位 ICの/INTO端子

に抵抗を介して接続してください。VREGU端子間に100kΩプルアップ抵抗を内蔵

しています。上位 ICがない場合には、オープン状態にしてください。 

43 SDOI IO 

多段接続時の上位 IC との SPIインタフェースのデータ入出力端子です。上位 IC

の SDI端子に抵抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、オープン

状態にしてください。 

44 SCKO O 

多段接続時の上位 ICとのSPIインタフェースのシリアルクロック出力端子です。上

位 ICの SCK端子に抵抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、オ

ープン状態にしてください。 

45 /CSO O 

多段接続時の上位 ICとのSPIインタフェースのチップセレクト出力端子です。上位

ICの/CS端子に抵抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、オープ

ン状態にしてください。 

46 VREGU ― 

多段接続時の上位 ICとの通信回路の電源端子です。上位 ICのVREG端子に抵

抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、VDD端子に接続してくださ

い。 

47 TEST1 I LSIテスト用端子です。GNDレベルに固定してください。 

LSI内部に 1MΩ（typ）のプルダウン抵抗を内蔵しています。 48 TEST2 I 

49 CCL O 
内部昇圧回路用の容量接続端子です。本 ICの CCH端子との間に 0.22Fのコ

ンデンサを接続してください。 

50 CCH O 
内部昇圧回路用の容量接続端子です。本 ICのCCL端子との間に 0.22Fのコン

デンサを接続してください。 

51 HV O 
昇圧電圧平滑用端子です。本 ICの VDD端子との間に 0.22Fのコンデンサを接

続してください。 
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ピン番号 端子名 I/O 説  明 

52 /PUPI I 

パワーアップトリガ信号入力(逆相)です。”L”パルス入力により、パワーダウン状態

からパワーアップ状態へ移行します。多段接続しない場合、および、外部 MCU と

接続する最下位 ICの場合は GNDレベルに設定してください。 

53 PUPI I 
パワーアップトリガ信号入力(正相)です。”H”パルス入力により、パワーダウン状態

からパワーアップ状態へ移行します。 

54 GND ― グランド端子です。 

55 PUPO O 

パワーアップトリガ信号の出力端子(正相)です。多段接続時の上位 ICの PUPI端

子に抵抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、オープン状態にして

ください。 

56 /PUPO O 

パワーアップトリガ信号の出力端子(逆相)です。多段接続時の上位 ICの/PUPI端

子に抵抗を介して接続してください。上位 ICがない場合には、オープン状態にして

ください。 

57 VDD ― 
電源電圧入力端子です。 

外付け抵抗と容量で CR フィルタを構成し、ノイズを除去してください。 

58 V16 I 

電池セル 16 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～15 セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V15）と同じ電位を入力してください。 

59 CB16 O 電池セル 16 のセルバランス制御出力端子です。 

60 V15 I 

電池セル 16 の負極入力端子、および、電池セル 15 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～14 セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V14）と同じ電位を入力してください。 

61 CB15 O 電池セル 15 のセルバランス制御出力端子です。 

62 V14 I 

電池セル 15 の負極入力端子、および、電池セル 14 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～13 セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V13）と同じ電位を入力してください。 

63 CB14 O 電池セル 14 のセルバランス制御出力端子です。 

64 V13 I 

電池セル 14 の負極入力端子、および、電池セル 13 の正極入力端子です。 

接続電池セル数が 5～12 セルの場合には、その ICの電池接続最上位の V端子

（V5～V12）と同じ電位を入力してください。 
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■ 絶対最大定格 
（GND= 0 V, Ta = 25 °C） 

項  目 記 号 条  件 定格値 単 位 

電源電圧 

VDD 
VDD, VREGU, GNDU, HVの各

端子と GND端子間電位差 
－0.3 ～ ＋86.5 V 

VREG VREG－GND端子間電圧 －0.3 ～ +6.5 V 

VREGU VREGU－GNDU端子間電圧 －0.3 ～ +6.5 V 

入力電圧 

VIN1 
V1～V16, TEST1, TEST2端子に

適用 
－0.3 ～ VDD+0.3 V 

VIN2 
/CS, SCK, SDI, TEMP1 ～

TEMP4, ID端子に適用 
－0.3 ～ VREG+0.3 V 

VIN3 
SDOI, /INTI の各端子と GNDU

端子間電位差 
－0.3 ～ VREGU+0.3 V 

VIN4 PUPI, /PUPI端子に適用 －0.5 ～ VDD+0.3 V 

出力短絡電流 IOS 

VDD=50V時 

VREG, VREF, SDI, SDO, 

/INTO, GPOUT,  PUPO, 

/PUPO, SDOI, /CSO, SCKO, 

TDRV, TEMP1～TEMP4 端子に

適用 

20 mA 

許容損失 PD Ta=25℃ 3.6 W 

保存温度 TSTG — －50～＋150 °C 

 

 

 

 

 

■ 推奨動作条件 
（GND= 0 V） 

項  目 記号 条  件 範  囲 単  位 

電源電圧 

VDD VDD端子に適用 10 ～ 72 V 

VREGU 
VREGU－GNDU端子間電圧 

（上位 ICがある場合） 
5.1 ～ 5.5 V 

動作温度 Ta VREG出力無負荷時 －40 ～ ＋85 °C 

 

 

 

 



 

 

FJDL5239-07 

ML5239 

 

  7/43  7/43 

 

■ 電気的特性 

● 直流特性 
VDD=10～72V，VREGU-GNDU=5.1V～5.5V, GND=0 V，Ta=－40～＋85°C，VREG出力無負荷時 

項  目 記号 条  件 Min. Typ. Max. 単位 

デジタル”H”入力電圧(注 1) VIH ― 0.8×VREG — VREG V 

デジタル”L”入力電圧(注 1) VIL ― 0 — 0.2×VREG V 

デジタル”H”入力電圧(注 2) VIHU GNDU端子基準 0.8×VREGU — VREGU V 

デジタル”L”入力電圧(注 2) VILU GNDU端子基準 0 — 0.2×VREGU V 

PUPI, /PUPI端子 ”H”入力電圧 VIHP ― 3.6 — VDD V 

PUPI, /PUPI端子 ”L”入力電圧 VILP ― 0 — 0.7 V 

デジタル”H”入力電流(注 1) IIH VIH = VREG — — 2 µA 

デジタル”L”入力電流(注 1) IIL VIL = GND –2 — — µA 

デジタル”H”入力電流(注 2) IIHU VIH = VREGU — — 2 µA 

SDOI端子 ”L”入力電流 IILU VIL = GNDU –2 — — µA 

/INTI端子 “L”入力電流 IILU VREGU=5.3V, VIL = GNDU –106 －53 －26 µA 

PUPI, /PUPI端子 ”H”入力電流 IIHP VIH = 5V ― ― 2 µA 

PUPI, /PUPI端子 ”L”入力電流 IILP VIL = GND –2 ― ― µA 

デジタル”H”出力電圧(注 3) VOH IOH=－100A VREG－0.2 ― VREG V 

デジタル”L”出力電圧(注 4) VOL IOL=1mA 0 ― 0.2 V 

デジタル”H”出力電圧(注 5) VOHU 
IOH=－100A 

GNDU端子基準 
VREGU－0.2 ― VREGU V 

デジタル”L”出力電圧(注 5) VOLU 
IOL=1mA 

GNDU端子基準 
0 ― 0.4 V 

PUPO, /PUPO端子 ”H”出力電

圧 
VOHP 

IOH=－50A 

VDD端子基準 
VHV－0.2 ― VHV V 

PUPO, /PUPO端子 ”L”出力電

圧 
VOLP 

IOL=50A 

VDD端子基準 
0 ― 0.4 V 

デジタル出力リーク電流 

(注 6) 
IOLK 

VOH=VREG,  

VOL=0V 
–2 ― 2 µA 

VREG出力電圧 VREG 
10V＜VDD端子電圧＜72V 

出力負荷電流＜1.5mA 
5.1 5.3 5.5 V 

VREF出力電圧 VREF1 出力負荷電流＜0.1A 4.68 4.7 4.72 V 

HV端子出力電圧範囲 VHV VDD端子基準 3.3 ― 5.5 V 

CB端子出力抵抗 RCB ― 50 100 220 kΩ 

CB端子出力電圧 VCB 
CBn端子に適用 

n=1～16 
Vn-1 ― Vn V 

VREG低下検出電圧 VRGD ― 4.0 4.3 4.6 V 

VREG復帰検出電圧 VRGR ― 4.3 4.7 5.1 V 

注 1：/CS, SCK, SDI, ID 端子に適用 

注 2：SDOI, /INTI 端子に適用 

注 3：SDO, SDI, TEMP1～TEMP4 端子に適用 

注 4：SDO, /INTO, GPOUT, SDI, TEMP1～TEMP4 端子に適用 

注 5：/CSO, SCKO, SDOI 端子に適用 

注 6：SDO, /INTO, GPOUT 端子に適用 
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● 消費電流特性 
VDD=10～72V，GND=0 V，Ta=－40～＋85°C，VREG, VREF出力無負荷時 

項  目 記号 条  件 Min. Typ. Max. 単位 

セル電圧測定状態 

消費電流 (注 1) 
IDD１ 

スキャン測定時 

VREGU=GNDU=VDD 
― 1.2 2.4 mA 

パワーダウン状態 

消費電流 (注 1) 
IDDS VREGU=GNDU=VDD ― 0.1 1.0 µA 

VREGU電源電流 IREGU 
多段接続時 

VREGU-GNDU=5.3V 
― 250 500 µA 

 (注 1) 多段接続なし時の VDD 端子, VREGU 端子に流れる電流の合計値で規定しています。 

 

 

 

 

 

 

● セル電圧測定特性 
VDD=10～72V，GND=0 V，Ta=－40～＋85°C，VREG出力無負荷時 

項  目 記号 条  件 Min. Typ. Max. 単位 

セルモニタ端子 

入力電流 
IINVC 電池セル電圧測定時 －1 ― 1 µA 

セルモニタ端子 

入力リーク電流 
IILVC 電池セル電圧非測定時 －1 ― 1 µA 

セル電圧測定誤差 

VCERT 
各セル電圧=3.6V 

Ta=25℃ 
－10 ― 10 mV 

VCER 
各セル電圧=1V～4.3V 

Ta=－10℃～60℃ 
－25 ― 25 mV 

測定分解能 VLSB ― ― 5000/4095 ― mV 

セル電圧測定時間 
tSCAN 16 セルスキャン測定時 7.0 8.3 10.0 ms 

tSEL セレクト測定時 0.8 1 1.2 ms 
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● 温度センサ入力測定特性 
VDD=10～72V，GND=0 V，Ta=－40～＋85°C，VREG出力無負荷時 

項  目 記号 条  件 Min. Typ. Max. 単位 

TEMP1～TEMP4 端子 

入力電流 
ITEMP 

TEMP入力=0.4V～

4.5V 
－2 ― 2 µA 

TDRV端子 

"L" 出力電圧 
VOLT 

TDRVビット=”0”時 

IOL=1mA 
0 ― 0.1 V 

TDRV端子 

出力リーク電流 
ITDRV 

TDRVビット=”1”時 

TDRV端子電圧=0V～

3V 

－2 ― 2 µA 

TEMP端子 

入力電圧測定誤差 
VTER 

TEMP入力=0.4V～

4.5V 

Ta=－10℃～60℃ 

－20 ― 20 mV 

測定分解能 VLSB ― ― 4700/4095 ― mV 

温度測定時間 
tSCAN 4 温度スキャン測定時 1.9 2.3 2.7 ms 

tSEL セレクト測定時 0.8 1 1.2 ms 

 

 

 

 

 

 

● 交流特性 
VDD=10～72V，VREGU-GNDU=5.1V～5.5V, GND=0 V，Ta=－40～+85°C，VREG出力無負荷時 

項  目 記号 条  件 Min. Typ. Max. 単位 

通信周波数(通信時) fck 
通信時 

4 段以下接続時（注 1） 
100 ― 500 kHz 

通信周波数 

(ID自動設定時) 
fckid 

ID自動設定時 

2～16 段接続時（注 1） 
500 ― 650 kHz 

/CS-SCKセットアップ時間 tCSS 

通信時 

4 段以下接続時（注 1） 

1000 ― ― ns 

SCK-/CSホールド時間 tCSH 1000 ― ― ns 

SCK “H”パルス幅 tWH 950 ― ― ns 

SCK “L”パルス幅 tWL 950 ― ― ns 

SCK-SDIセットアップ時間 tDIS 200 ― ― ns 

SCK-SDIホールド時間 tDIH 200 ― ― ns 

SCK-SDO出力遅延時間 tDOD ― ― 700 ns 

/CS “H”パルス幅 tCS 2 ― ― µs 

/CS-/CSO出力遅延時間 tPDCS ― ― 100 ns 

SCK-SCKO出力遅延時間 tPDCK ― ― 100 ns 

SDI-SDOI出力遅延時間 tPDDI ― ― 115 ns 

/CSO-SCKO間出力時間差 |tPDCS-tPDCK| 0 ― 15 ns 

SCKO-SDOI間出力時間差 |tPDDI-tPDCK| 10 ― 35 ns 

SDOI-SDO出力遅延時間

（上位 ICからのデータ読み出

し時） 

tPDDO ― ― 115 ns 

注 1： 本 ICの多段接続通信は同一基板での実装を想定しています。 

    IC-IC間の通信路の遅延時間は 10ns以下を想定しています。 

    RSPI=100Ω～330Ω 

    RVREGU=100Ω～330Ω 

    RGNDU=100Ω～330Ω 

    CREGU=10nF～1.0uF 
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SDO 
Hi-Z Hi-Z 

/CS 

SDOI 

SCKO 

tPDDO 

CS 

SDOI=出力モード SDOI=入力モード SDOI=出力モード 

多段接続データリード時タイミングチャート 

SDI 

tPDDO 

CS 

/CS 

SCK 

SDI 

tCSS 

CS 

tDIS 

CS 

tWH 

CS 

tWL 

CS 

tDIH 

CS 

tCS 

CS 

tCSH 

CS 

SDO 

tDOD 

CS 
Hi-Z Hi-Z 

/CSO 

SCKO 

SDOI 

tPDCS 

CS 

tPDDI 

CS 

tPDCK 

CS 

tPDCK 

CS 

tPDCS 

CS 

データライト時タイミングチャート 
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VDD=10～72V，VREGU-GNDU=5.1V～5.5V, GND=0 V，Ta=－40～+85°C，VREG出力無負荷時 

項  目 記号 条  件 Min. Typ. Max. 単位 

PUPI “H”パルス幅 tPUP ― 6.0 ― ― s  

PUPI-PUPO 

出力遅延時間 
tPDPO ― ― 5 10 ms 

パワーアップ待ち時間 tPUW ― 20 ― ― ms 

/INTI- /INTO 

出力遅延時間 
tPDINT ― ― ― 1 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーアップ時動作タイミングチャート 

状態 

PUPI 

パワーダウン 

0V 
VREG 

VREF 
0V 

4.7V 

5.3V 

tPUP 

パワーアップ安定待ち 

PUPO 

tPDPO 

tPUW 

VIHP（最下位 ICの場合。2段目以上は下段の PUPOを入力。） 

/PUPO 

/INTO 

/INTI 

tPDINT 

割り込み出力タイミングチャート 
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■ 機能説明 
 

● MCUインタフェース 

ML5239 には、SPI インタフェースを搭載しています。 

/CS端子を”L”レベルにすることで、SPI インタフェースが有効となり、SCK端子クロック立上がりに同期し

て SDI 端子データを LSI 内部に取り込みます。リードデータは、SCK端子クロック立下りに同期して SDO

端子に出力します。/CS 端子を”H”レベルにすると、SPI インタフェースは無効となり、初期状態に戻ります。

1 回のデータライト・リード動作完了ごとに必ず/CS端子を”H”レベルにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信フォーマットは、制御レジスタアドレス、アクセスモード・IDデータ、ライトデータ/リードデータ、CRC

コードから構成され、全て 8 ビット( 1 バイト)単位でMSB ファーストで通信を行います。 

データライト動作は、1 バイト単位で行います。 

データリード動作は、連続アドレスのデータの読み出しを 1 回のリード動作で行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ アクセスモード・IDデータ 

 

構成を下表に示します。 

 
 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 RD/WR WR_ALL ― ― ID3 ID2 ID1 ID0 

 

ID0～ID3 ビットにより、多段接続された ICの IDアドレスを指定します。16 段接続時の各 IDは、

下表のようになります。 

ID3 ID2 ID1 ID0 多段接続順番 

0 0 0 0 最下位 IC 

0 0 0 1 2段目 IC 

0 0 1 0 3段目 IC 

： ： 

1 1 0 1 14段目 IC 

1 1 1 0 15段目 IC 

1 1 1 1 16段目 IC 

SCK 

SDI 

/CS 

SDO 
Hi-Z Hi-Z 

データライト時通信フォーマット 

ﾚｼﾞｽﾀｱﾄﾞﾚｽ 
(8bit) 

ｱｸｾｽﾓｰﾄﾞ 
ID ﾃﾞｰﾀ(8bit) 

ﾗｲﾄﾃﾞｰﾀ 
 (8bit) 

CRC ｺｰﾄﾞ 
 (8bit) 

ﾚｼﾞｽﾀｱﾄﾞﾚｽ 
(8bit) 

ｱｸｾｽﾓｰﾄﾞ 
ID ﾃﾞｰﾀ(8bit) 

ﾘｰﾄﾞﾃﾞｰﾀ 1 
 (8bit) 

データリード時通信フォーマット 

ﾃﾞｰﾀﾊﾞｲﾄ数 
 (8bit) 

CRC ｺｰﾄﾞ 
 (8bit) 

ﾘｰﾄﾞﾃﾞｰﾀ 2 
 (8bit) 
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WR_ALL ビットにより、多段接続された全てのＩＣに対してデータライト動作を行うことができます。 

リード動作時には、WR_ALL ビットは無視され、指定された ICからデータを読み出します。 

WR_ALL アクセス IC 

0 ID0～ID3ビットで指定された IC 

1 多段接続された全ての IC 

 

RD/WRビットにより、リード/ライトのアクセスモードを選択します。 

RD/WR アクセスモード 

0 ライト 

1 リード 

 

 

 

➢ データバイト数 

 

構成を下表に示します。 

 
 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

 

DB0～DB4 ビットにより、リードするデータのバイト数を指定します。“読み出すデータバイト数－1”を設

定して下さい。（1 バイトのみの読み出しの場合は、“0”を指定して下さい。）連続読出しは最大 32 バイトま

でとなっています。 

 

 

➢ CRC演算 

 

通信のエラー検出のため、8bit の CRC 演算回路を搭載しており、1 回の通信データに対して多項式 

X８＋X2＋X＋1 により生成された CRC(Cycle Redundancy Code)コードを付加します。演算対象はアドレ

ス～ライト/リードデータの全てで、MSBファーストで生成します。（アクセスモード・IDデータのビット 4,5、

データバイト数のビット 5~7、の空きビットも演算の対象となります。）/CS 端子を”H”レベルにすると、CRC

演算は初期化され、初期値は FF [h]となります。 

CRC演算結果と受信した CRC コードが一致した場合のみ、指定されたレジスタのデータライト動作が行

われます。一致しなかった場合には、データライト動作は行われません。CRC エラーを検出すると、CRC

エラーフラグがセットされ、外部 MCU への割り込み信号を/INTO 端子に出力することができます。詳細は、

制御レジスタの INT_EN レジスタ、INT_REQ レジスタの項目を参照してください。 

データリード動作時にも送受信データ全てに対して CRC 演算を行い、リードデータの最後に CRC 演

算結果を出力しますので、外部 MCU側でも CRC 演算結果と受信した CRC コードを比較することで、通

信エラーを検出することができます。 
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● 制御レジスタ 

以下に、制御レジスタマップを示します。 

※注意： INT_REQ レジスタの初期値は、ソフトリセット後の値です。 

 

アドレス レジスタ名称 R/W 初期値 レジスタ概要 

00H NOOP R/W 55H ユーザ用レジスタ 

01H RSTREQ W 00H ソフトリセット要求レジスタ 

02H INT_EN R/W 80H 割り込み許可レジスタ 

03H INT_REQ R/W 00H ※ 割り込み要求レジスタ 

04H PDACP W 00H パワーダウンコードアクセプタ 

05H POWER R/W 00H パワーダウン制御レジスタ 

06H MEAS_VCELL R/W 00H セル電圧測定制御レジスタ 

07H MEAS_TEMP R/W 00H 温度センサ測定制御レジスタ 

08H MEAS_VREG R/W 00H VREG電圧測定制御レジスタ 

09H MEAS_VOPSH R/W 00H オープン/ショート検出測定制御レジスタ 

0AH STATUS R 00H ステータスレジスタ 

0BH STAT_VML R 00H セル電圧測定ステータス(下位 8 セル) 

0CH STAT_VMH R 00H セル電圧測定ステータス(上位 8 セル) 

0DH STAT_TM R 00H 温度センサ測定ステータス 

0EH CBALL R/W 00H セルバランス制御レジスタ(下位 8 セル) 

0FH CBALH R/W 00H セルバランス制御レジスタ(上位 8 セル) 

10H IDSEL R 00H ID格納レジスタ 

11H IDACP W 00H ID自動設定コードアクセプタ 

12H IDREG R/W 00H ID自動設定レジスタ 

13H WDTACP W 00H WDT 設定アクセプタ 

14H SETWDT R/W 00H WDT 設定レジスタ 

15H SELOUT R/W 00H 端子切り替えレジスタ 

16H SETOUT R/W 09H 端子出力設定レジスタ 

17H～
1FH 

RSVD R 00H 予約レジスタ 

20H VCELL1L R 00H セル 1 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

21H VCELL1H R 00H セル 1 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

22H VCELL2L R 00H セル 2 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

23H VCELL2H R 00H セル 2 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

24H VCELL3L R 00H セル 3 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

25H VCELL3H R 00H セル 3 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

26H VCELL4L R 00H セル 4 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

27H VCELL4H R 00H セル 4 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

28H VCELL5L R 00H セル 5 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

29H VCELL5H R 00H セル 5 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

2AH VCELL6L R 00H セル 6 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

2BH VCELL6H R 00H セル 6 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

2CH VCELL7L R 00H セル 7 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

2DH VCELL7H R 00H セル 7 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

2EH VCELL8L R 00H セル 8 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

2FH VCELL8H R 00H セル 8 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

30H VCELL9L R 00H セル 9 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

31H VCELL9H R 00H セル 9 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

32H VCELL10L R 00H セル 10 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

33H VCELL10H R 00H セル 10 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

34H VCELL11L R 00H セル 11 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 
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アドレス レジスタ名称 R/W 初期値 レジスタ概要 

35H VCELL11H R 00H セル 11 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

36H VCELL12L R 00H セル 12 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

37H VCELL12H R 00H セル 12 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

38H VCELL13L R 00H セル 13 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

39H VCELL13H R 00H セル 13 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

3AH VCELL14L R 00H セル 14 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

3BH VCELL14H R 00H セル 14 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

3CH VCELL15L R 00H セル 15 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

3DH VCELL15H R 00H セル 15 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

3EH VCELL16L R 00H セル 16 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

3FH VCELL16H R 00H セル 16 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

40H TEMP1L R 00H TEMP1 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

41H TEMP1H R 00H TEMP1 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

42H TEMP2L R 00H TEMP2 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

43H TEMP2H R 00H TEMP2 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

44H TEMP3L R 00H TEMP3 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

45H TEMP3H R 00H TEMP3 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

46H TEMP4L R 00H TEMP4 測定結果レジスタ(下位 8 ビット) 

47H TEMP4H R 00H TEMP4 測定結果レジスタ(上位 8 ビット) 

48H VREGL R 00H VREG電圧測定結果レジスタ（下位 8 ビット） 

49H VREGH R 00H VREG電圧測定結果レジスタ（上位 8 ビット） 

その他 TEST R/W 00H 
テスト用(使用不可。使用した場合の動作は

保証しません。) 

 

 

1. NOOPレジスタ（Adrs=00H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 NO7 NO6 NO5 NO4 NO3 NO2 NO1 NO0 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

初期値 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

NOOP レジスタには、機能は割り当てられていませんので、このレジスタへのリードライトアクセスに

より、LSI 状態が変化することはありません。ライトしたデータがそのままリードできます。 

 

 

2. RSTREQレジスタ（Adrs=01H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ― ― ― RST 

R/W R R R R R R R W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RSTREQ レジスタは、ソフトリセットを要求するレジスタです。 

RSTビットに”1”をセットすることで、ソフトウェア要求によるリセットが実行されます。 

ソフトリセット実行により、IDREG 以外の全てのレジスタが初期化されます。 

ライト専用レジスタで、リードを行った場合、00Hが読み出されます。 

 

RST ソフトリセット 

0  リセット実行しない(初期値) 

1 リセット実行する 
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3. INT_ENレジスタ（Adrs=02H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 EWDOV EVRGR EVRGD ECRC EID EMVR EMT EMVC 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

初期値 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

INT_EN レジスタは、/INTO 端子への割り込み信号の出力許可を設定するレジスタです。 

 

EMVCビットにより、セル電圧測定完了時の割り込み許可を設定します。 

EMVC セル電圧測定完了割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

EMT ビットにより、温度センサ測定完了時の割り込み許可を設定します。 

EMT 温度センサ測定完了割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

EMVRビットにより、VREG 電圧測定完了時の割り込み許可を設定します。 

EMVR VREG 電圧測定完了割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

EIDビットにより、ID 自動設定完了時の割り込み許可を設定します。 

EID ID自動設定完了割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

ECRCビットにより、CRCエラー検出時の割り込み許可を設定します。 

ECRC CRCエラー割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

EVRGD ビットにより、VREG 出力電圧低下検出時の割り込み許可を設定します。 

EVRGD VREG 低下検出割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

EVRGRビットにより、VREG 出力電圧復帰検出時の割り込み許可を設定します。 

EVRGR VREG 復帰検出割り込み 

0 禁止(初期値) 

1 許可 

 

EWDOV ビットにより、WDT オーバーフロー時の割り込み許可を設定します。 

EWDOV WDT オーバーフロー割り込み 

0 禁止 

1 許可(初期値) 
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4. INT_REQレジスタ（Adrs=03H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 QWDOV QVRGR QVRGD QCRC QID QMVR QMT QMVC 

R/W R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

初期値 0 0 ※ 0 ※ 0 0 0 0 0 

 

INT_REQ レジスタは、割り込み要求フラグのレジスタです。各要求フラグは、INT_EN レジスタの

設定に関係なく、割り込み発生により”1”にセットされます。INT_EN レジスタで許可された割り込み

が発生した場合にのみ、/INTO 端子に”L”レベルが出力されます。 

データ”0”を書き込むことで、割り込みをクリアします。なお、データ”1”の書き込みは無視されます

ので、1 つの割り込みのみをクリアする場合には、その他のビットには”1”を書き込んでください。許

可された割り込み要求フラグが全て”0”にクリアされた時点で、/INTO 端子出力は”Hi-Z”レベルにな

ります。 

※注意： QVRGRビット、QVRGD ビットの初期値は、ソフトリセット後の値です。ご使用の際には、

初期化を行って下さい。 

 

QMVCビットにより、セル電圧測定完了割り込み発生の有無を示します。 

QMVC セル電圧測定完了割り込み 

0 割り込みなし(初期値) 

1 割り込み発生 

 

QMT ビットにより、温度センサ測定完了割り込み発生の有無を示します。 

QMT 温度センサ測定完了割り込み 

0 割り込みなし(初期値) 

1 割り込み発生 

 

QMVRビットにより、VREG 電圧測定完了割り込み発生の有無を示します。 

QMVR VREG 電圧測定完了割り込み 

0 割り込みなし(初期値) 

1 割り込み発生 

 

QIDビットにより、ID 自動設定完了割り込み発生の有無を示します。 

QID ID自動設定完了割り込み 

0 割り込みなし(初期値) 

1 割り込み発生 

 

QCRCビットにより、CRCエラー検出割り込み発生の有無を示します。 

QCRC CRCエラー割り込み 

0 割り込みなし(初期値) 

1 割り込み発生 

 

QVRGDビットにより、VREG 出力電圧低下検出割り込み発生の有無を示します。 

VREG出力電圧復帰検出状態から低下検出した場合に割り込みが発生し、VREG 出力電圧低下

検出状態で割り込みクリアした後は、低下検出状態にあっても割り込みは発生しません。 

QVRGD VREG 低下検出割り込み 

0 割り込みなし(初期値 ※) 

1 割り込み発生 
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QVRGRビットにより、VREG 出力電圧復帰検出割り込み発生の有無を示します。 

VREG出力電圧低下検出状態から復帰検出した場合に割り込みが発生します。 

QVRGR VREG 復帰検出割り込み 

0 割り込みなし(初期値 ※) 

1 割り込み発生 

 

QWDOV ビットにより、WDT オーバーフロー時の割り込み発生の有無を示します。 

QWDOV WDT オーバーフロー割り込み 

0 割り込みなし(初期値) 

1 割り込み発生 

 
 
 

5. PDACPレジスタ（Adrs=04H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ― ― ― ― 

R/W W W W W W W W W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PDACPレジスタは、誤ってパワーダウンモードに入らないように、POWERレジスタのPDWNに書き

込む操作を許可するためのレジスタです。本レジスタに 0x55, 0xAA を連続して書き込むことで、

POWERレジスタの PDWN に”1”をセットすることが可能になります。 

 
 
 

6. POWERレジスタ（Adrs=05H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― PDWN ― ― ― ― 

R/W R R R W R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

POWERレジスタは、パワーダウン制御を行なうレジスタです。 

 

PDWNビットにより、パワーダウン状態へ移行します。 

PDWN パワーダウン 

0 通常状態（初期値） 

1 パワーダウン状態 
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7. MEAS_VCELLレジスタ（Adrs=06H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 MVC ― ― SCV C3 C2 C1 C0 

R/W R/W R R R/W R/W R/W R/W R/W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

MEAS_VCELL レジスタは、セル電圧の測定を制御するレジスタです。 

 

SCVビット、および、C0～C3 ビットにより、測定モードと測定する電池セルを選択します。 

SCV C3 C2 C1 C0 セル電圧測定 

0 0 0 0 0 セル 1のみ測定 

0 0 0 0 1 セル 2のみ測定 

0 0 0 1 0 セル 3のみ測定 

0 0 0 1 1 セル 4のみ測定 

0 0 1 0 0 セル 5のみ測定 

0 0 1 0 1 セル 6のみ測定 

0 0 1 1 0 セル 7のみ測定 

0 0 1 1 1 セル 8のみ測定 

0 1 0 0 0 セル 9のみ測定 

0 1 0 0 1 セル 10のみ測定 

0 1 0 1 0 セル 11のみ測定 

0 1 0 1 1 セル 12のみ測定 

0 1 1 0 0 セル 13のみ測定 

0 1 1 0 1 セル 14のみ測定 

0 1 1 1 0 セル 15のみ測定 

0 1 1 1 1 セル 16のみ測定 

1 0 0 0 0 セル 1のみ測定 

1 0 0 0 1 セル 1～セル 2をスキャン測定 

1 0 0 1 0 セル 1～セル 3をスキャン測定 

1 0 0 1 1 セル 1～セル 4をスキャン測定 

1 0 1 0 0 セル 1～セル 5をスキャン測定 

1 0 1 0 1 セル 1～セル 6をスキャン測定 

1 0 1 1 0 セル 1～セル 7をスキャン測定 

1 0 1 1 1 セル 1～セル 8をスキャン測定 

1 1 0 0 0 セル 1～セル 9をスキャン測定 

1 1 0 0 1 セル 1～セル 10をスキャン測定 

1 1 0 1 0 セル 1～セル 11をスキャン測定 

1 1 0 1 1 セル 1～セル 12をスキャン測定 

1 1 1 0 0 セル 1～セル 13をスキャン測定 

1 1 1 0 1 セル 1～セル 14をスキャン測定 

1 1 1 1 0 セル 1～セル 15をスキャン測定 

1 1 1 1 1 セル 1～セル 16をスキャン測定 
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MVCビットにより、セル電圧測定スタート・中止を制御し、セル電圧測定完了ステータスを確認でき

ます。セル電圧測定結果は、VCELLｎL、VCELLｎH レジスタ(20H～3FH)に格納されます。 

ライト時 リード時 

MVC セル電圧測定 MVC セル電圧測定 

0 中止 (初期値) 0 終了・停止 (初期値) 

1 スタート 1 測定中 

 

セル電圧測定中に、MVCビットに”0”を書き込むことで、セル電圧測定を中止することができます

が、測定中のセル電圧の測定が完了してから停止します。停止するまでは、MVCビットの読み出し

値は”1”のままで、停止後に”0”にリセットされます。 

なお、測定動作中(MVCビット読み出し値が”1”の場合)には、SCVビット、および、C3～C0ビットの

設定変更は無視されます。 

また、温度センサ測定中、VREG 電圧測定中、及びオープン/ショート検出測定中に MVCビット

を”1”にセットしても無視されます。 

 

 

 

8. MEAS_TEMPレジスタ（Adrs=07H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 MT ― ― SCT ― ― T1 T0 

R/W R/W R R R/W R R R/W R/W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

MEAS_TEMPレジスタは、温度センサ（TEMP1～TEMP4端子入力電圧）の測定を制御するレジス

タです。 

 

SCT、T0、T1 ビットにより、温度センサ測定モードを選択します。 

SCT T1 T0 温度センサ測定モード 

0 0 0 TEMP1端子入力電圧のみ測定 (初期値) 

0 0 1 TEMP2端子入力電圧のみ測定 

0 1 0 TEMP3端子入力電圧のみ測定 

0 1 1 TEMP4端子入力電圧のみ測定 

1 0 0 TEMP1端子入力電圧のみ測定 

1 0 1 TEMP1～TEMP2端子入力電圧をスキャン測定 

1 1 0 TEMP1～TEMP3端子入力電圧をスキャン測定 

1 1 1 TEMP1～TEMP4端子入力電圧をスキャン測定 

 
MTビットにより、温度センサ測定スタート・中止を制御し、温度センサ測定完了ステータスを確認で

きます。温度センサ測定結果は、TEMPｎL、TEMPｎH レジスタ(40H～47H)に格納されます。 

ライト時 リード時 

MT TEMP 端子電圧測定 MT TEMP 端子電圧測定 

0 中止 (初期値) 0 終了・停止 (初期値) 

1 スタート 1 測定中 

 

温度センサ測定中に、MT ビットに”0”を書き込むことで、温度センサ測定を中止することができま

すが、測定中の温度センサの測定が完了してから停止します。停止するまでは、MT ビットの読み出

し値は”1”のままで、停止後に”0”にリセットされます。 

なお、測定動作中(MT ビット読み出し値が”1”の場合)には、SCT、T0、T1 ビットの設定変更は無視

されます。 

また、セル電圧測定中、VREG電圧測定中、及びオープン/ショート検出測定中に MT ビットを”1”

にセットしても無視されます。 
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9. MEAS_VREGレジスタ（Adrs=08H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 MVR ― ― ― ― ― ― ― 

R/W R/W R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

MEAS_VREG レジスタは、VREG 電圧の測定を制御するレジスタです。 

本レジスタによって実際に測定される電圧は、VREG そのものではなく、VREG×1/2 です。 

 

MVRビットにより、VREG電圧測定スタート・中止を制御し、VREG電圧測定完了ステータスを確認

できます。VREG 電圧測定結果は、VREGL、VREGH レジスタ(48H～49H)に格納されます。 

ライト時 リード時 

MVR VREG 電圧測定 MVR VREG 電圧測定 

0 無効 (初期値) 0 終了・停止 (初期値) 

1 スタート 1 測定中 

 

VREG電圧測定中に MVR ビットに”0”を書き込んでも、VREG 電圧測定は中止できません。 

また、セル電圧測定中、温度センサ測定中、及びオープン/ショート検出測定中にMVRビットを”1”

にセットしても無視されます。 

 
 
 

10. MEAS_VOPSHレジスタ（Adrs=09H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 MOS ― ― ― ― ― ― ― 

R/W R/W R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

MEAS_VOPSH レジスタは、セル電圧測定端子のオープン/ショート検出の測定を制御するレジス

タです。 

 

MOSビットにより、セル電圧測定端子のオープン/ショート検出の測定スタート・中止を制御し、セル

電圧測定完了ステータスを確認できます。セル電圧測定結果は、VCELLｎL、VCELLｎH レジスタ

(20H～3FH)に格納されます。 

ライト時 リード時 

MOS オープン/ショート検出測定 MOS オープン/ショート検出測定 

0 中止 (初期値) 0 終了・停止 (初期値) 

1 スタート 1 測定中 

 

セル電圧測定端子のオープン/ショート検出の測定中に、MOSビットに”0”を書き込むことで、検出

測定を中止することができますが、測定中のセル電圧の測定が完了してから停止します。停止するま

では、MOSビットの読み出し値は”1”のままで、停止後に”0”にリセットされます。 

また、セル電圧測定中、温度センサ測定中、及び VREG 電圧測定中にMOSビットを”1”にセットし

ても無視されます。 
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11. STATUSレジスタ（Adrs=0AH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― VRGD CBALH CBALL MOS MVR MT MVC 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

STATUS レジスタは、各種状態を示すレジスタです。このレジスタへの書き込みは無視されます。 

MVCビットにより、セル電圧測定状態を示します。MEAS_VCELL レジスタの MVCビットと同じで

す。 

MVC セル電圧測定状態 

0 測定終了 (初期値) 

1 測定中 

 

MTビットにより、温度センサ測定状態を示します。MEAS_TEMP レジスタのMTビットと同じです。 

MT 温度センサ測定状態 

0 測定終了 (初期値) 

1 測定中 

 

MVRビットにより、VREG電圧測定状態を示します。MEAS_VREGレジスタのMVRビットと同じで

す。 

MVR VREG 測定状態 

0 測定終了 (初期値) 

1 測定中 

 

MOSビットにより、セル電圧測定端子のオープン/ショート検出測定状態を示します。

MEAS_VOPSH レジスタの MOSビットと同じです。 

MOS オープン/ショート検出測定状態 

0 測定終了 (初期値) 

1 測定中 

 

CBALL ビットにより、下位 8 セルの CB端子出力状態を示します。 

CBALL CB1～CB8 端子状態 

0 全ての出力が Vn-1端子 (初期値) 

1 いずれかの出力が Vn端子 

 

CBALHビットにより、上位 8 セルの CB端子出力状態を示します。 

CBALH CB9～CB16端子状態 

0 全ての出力が Vn-1端子 (初期値) 

1 いずれかの出力が Vn端子 

 

VRGDビットにより、VREG 出力電圧低下検出状態を示します。 

VRGD VREG 出力電圧低下検出状態 

0 低下検出なし (初期値) 

1 低下検出中 
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12. STAT_VMLレジスタ（Adrs=0BH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 VC8 VC7 VC6 VC5 VC4 VC3 VC2 VC1 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

STAT_VMLレジスタは、下位 8セルのセル電圧測定状態、及びオープン/ショート検出測定状態を

示すレジスタです。 

MEAS_VCELL レジスタの MVCビットを”1”にセットし、セル電圧の測定を開始すると、VC1～VC8

ビットは”0”にリセットされ、測定完了したセルに該当するビットが”1”にセットされます。このレジスタを

読み出すことで、セル電圧測定の進捗状況を確認することができます。 

また、MEAS_VOPSHレジスタのMOSビットを”1”にセットし、セル電圧測定端子のオープン/ショー

ト検出の測定を開始すると、VC1～VC8 ビットは”0”にリセットされ、測定完了したセルに該当するビッ

トが”1”にセットされます。このレジスタを読み出すことで、オープン/ショート検出測定の進捗状況を確

認することができます。 

VC1～VC8 ビットにより、セル電圧測定完了状態を示します。 

VCn セル電圧測定状態 

0 測定中 または 測定対象外 (初期値) 

1 測定完了 

 

 

13. STAT_VMHレジスタ（Adrs=0CH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 VC16 VC15 VC14 VC13 VC12 VC11 VC10 VC9 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

STAT_VMH レジスタは、上位 8 セルのセル電圧測定状態、及びオープン/ショート検出測定状態

を示すレジスタです。 

MEAS_VCELL レジスタの MVCビットを”1”にセットし、セル電圧の測定を開始すると、VC9～

VC16 ビットは”0”にリセットされ、測定完了したセルに該当するビットが”1”にセットされます。このレジ

スタを読み出すことで、セル電圧測定の進捗状況を確認することができます。 

また、MEAS_VOPSHレジスタのMOSビットを”1”にセットし、セル電圧測定端子のオープン/ショー

ト検出の測定を開始すると、VC9～VC16 ビットは”0”にリセットされ、測定完了したセルに該当するビ

ットが”1”にセットされます。このレジスタを読み出すことで、オープン/ショート検出測定の進捗状況を

確認することができます。 

VC9～VC16 ビットにより、セル電圧測定完了状態を示します。 

VCn セル電圧測定状態 

0 測定中 または 測定対象外 (初期値) 

1 測定完了 
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14. STAT_TMレジスタ（Adrs=0DH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― TM4 TM3 TM2 TM1 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

STAT_TM レジスタは、温度センサ測定状態を示すレジスタです。 

MEAS_TEMP レジスタの MT ビットを”1”にセットし、温度センサの測定を開始すると、TM1～TM4

ビットは”0”にリセットされ、測定完了した端子に該当するビットが”1”にセットされます。このレジスタを

読み出すことで、温度センサ測定の進捗状況を確認することができます。 

TM1～TM4 ビットにより、温度センサ測定完了状態を示します。 

TMn 温度センサ測定状態 

0 測定中 または 測定対象外 (初期値) 

1 測定完了 

 

 

 

15. CBALLレジスタ（Adrs=0EH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CBALL レジスタは、下位 8 セルの CBn 端子出力設定を行なうレジスタです。 

SW1～SW8 ビットにより、各 CBn 端子の出力設定を行います。複数のビットを”1”に設定することも

できます。 

SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 CB1～CB8 端子状態 

0 0 0 0 0 0 0 0 CBn＝Vn-1 (初期値) 

0 0 0 0 0 0 0 1 
CB1端子＝V1端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 0 0 0 1 0 
CB2端子＝V2端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 0 0 1 0 0 
CB3端子＝V3端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 0 1 0 0 0 
CB4端子＝V4端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 1 0 0 0 0 
CB5端子＝V5端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 1 0 0 0 0 0 
CB6端子＝V6端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 1 0 0 0 0 0 0 
CB7端子＝V7端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

1 0 0 0 0 0 0 0 
CB8端子＝V8端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 
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16. CBALHレジスタ（Adrs=0FH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 SW16 SW15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

CBALH レジスタは、上位 8 セルの CBn 端子出力設定を行なうレジスタです。 

SW9～SW16ビットにより、各CBn端子の出力設定を行います。複数のビットを”1”に設定することも

できます。 

SW16 SW15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 CB9～CB16端子状態 

0 0 0 0 0 0 0 0 CBn＝Vn-1 (初期値) 

0 0 0 0 0 0 0 1 
CB9端子＝V9端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 0 0 0 1 0 
CB10 端子＝V10 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 0 0 1 0 0 
CB11 端子＝V11 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 0 1 0 0 0 
CB12 端子＝V12 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 0 1 0 0 0 0 
CB13 端子＝V13 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 0 1 0 0 0 0 0 
CB14 端子＝V14 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

0 1 0 0 0 0 0 0 
CB15 端子＝V15 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 

1 0 0 0 0 0 0 0 
CB16 端子＝V16 端子 

その他 CBn 端子＝Vn-1 
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17. IDSELレジスタ（Adrs=10H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ― ― ― ID 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 端子状態 

 

IDSEL レジスタは、ID端子の状態（入力レベル）を格納するレジスタです。 

 

 

 

18. IDACPレジスタ（Adrs=11H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ― ― ― ― 

R/W W W W W W W W W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

IDACP レジスタは、誤って IDREG が書き込まれないようにするため、IDREG への書き込みを許可

するためのレジスタです。本レジスタに 0x5Aを書き込むことで、IDREG に書き込むことが可能になり

ます。 

 

 

 

19. IDREGレジスタ（Adrs=12H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ID3 ID2 ID1 ID0 

R/W R R R R R/W R/W R/W R/W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

IDREG レジスタは、多段接続された各 ICの IDの割り付けを格納するレジスタです。 

自動設定される ID は、下表のとおりとなります。自動設定の方法は、「ID自動設定機能」の章を参

照してください。 

 

ID3 ID2 ID1 ID0 多段接続順番 

0 0 0 0 最下位 IC 

0 0 0 1 2段目 IC 

0 0 1 0 3段目 IC 

： ： 

1 1 0 1 14段目 IC 

1 1 1 0 15段目 IC 

1 1 1 1 16段目 IC 
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20. WDTACPレジスタ（Adrs=13H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ― ― ― ― 

R/W W W W W W W W W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

WDTACPレジスタは、誤って SETWDTが書き込まれないようにするため、SETWDTへの書き込み

を許可するためのレジスタです。本レジスタに 0xA5を書き込むことで、SETWDTに書き込むことが可

能になります。 

 

 

 

21. SETWDTレジスタ（Adrs=14H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ENWD ― ― ― ― ― WDT1 WDT0 

R/W R/W R R R R R R/W R/W 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SETWDT レジスタは、ウォッチドッグタイマの動作/停止の設定とオーバーフロー時間を設定するレ

ジスタです。 

 

WDT0, WDT1 ビットにより、オーバーフロー時間を設定します。 

WDT1 WDT0 オーバーフロー時間（Typ） 

0 0 1秒（初期値） 

0 1 2秒 

1 0 4秒 

1 1 8秒 

 

ENWDビットにより、ウォッチドッグタイマの動作/停止を設定します。 

ENWD WDT 動作状態 

0 動作（初期値） 

1 停止 

 

 

 



 

 

FJDL5239-07 

ML5239 

 

  28/43  28/43 

 

22. SELOUTレジスタ（Adrs=15H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 STO4 STO3 STO2 STO1 ― ― ― ― 

R/W R/W R/W R/W R/W R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SELOUT レジスタは、温度計測用サーミスタ接続端子を汎用出力に切り替えるレジスタです。 

 

STO1～STO4 ビットにより、TEMPn 端子の状態を設定します。 

STOn TEMPn端子状態 

0 温度センサ測定用入力 (初期値) 

1 汎用出力 

 

 

 

23. SETOUTレジスタ（Adrs=16H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 TO4 TO3 TO2 TO1 GPO ― ― TDRV 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R R R/W 

初期値 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

SETOUT レジスタは、出力端子の出力レベルを設定するレジスタです。 

 

TDRVビットにより、TDRV 端子の出力状態を設定します。 

TDRV TDRV端子出力状態 

0 L出力 

1 HiZ（初期値） 

 

GPOビットにより、GPOUT 端子の出力状態を設定します。 

GPO GPOUT 端子出力状態 

0 L出力 

1 HiZ（初期値） 

 

TO1～TO4 ビットにより、TEMPn 端子の出力状態を設定します。 

TOn TEMPn 端子出力状態 

0 L出力（初期値） 

1 H出力 

 

 

 

24. RSVDレジスタ（Adrs=17H～1FH） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― ― ― ― ― 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSVD レジスタは、予約レジスタです。 

データライトは無効で、データ読み出し値は、00H となります。 
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25. VCELLnLレジスタ（Adrs=20H～3FHの偶数アドレス） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 VAD7 VAD6 VAD5 VAD4 VAD3 VAD2 VAD1 VAD0 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VCELLnL レジスタ(n=1～16)は、各セル電圧の AD 変換結果、及びオープン/ショート検出測定結

果の下位 8 ビットのデータが格納されるレジスタです。 

 

 

 

 

26. VCELLnHレジスタ（Adrs=20H～3FHの奇数アドレス） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― VAD11 VAD10 VAD9 VAD8 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VCELLnH レジスタ(n=1～16)は、各セル電圧の AD 変換結果、及びオープン/ショート検出測定結

果の上位 4 ビットのデータが格納されるレジスタです。 

 

 

 

 

27. TEMPnLレジスタ（Adrs=40H～47Hの偶数アドレス） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 TAD7 TAD6 TAD5 TAD4 TAD3 TAD2 TAD1 TAD0 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TEMPnLレジスタ(n=1～4)は、TEMP1～TEMP4端子のAD変換結果の下位 8ビットのデータが格

納されるレジスタです。 

 

 

 

 

28. TEMPnHレジスタ（Adrs=40H～47Hの奇数アドレス） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― TAD11 TAD10 TAD9 TAD8 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TEMPnHレジスタ(n=1～4)は、TEMP1～TEMP4端子のAD変換結果の上位４ビットのデータが格

納されるレジスタです。 
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29. VREGLレジスタ（Adrs=48H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 RAD7 RAD6 RAD5 RAD4 RAD3 RAD2 RAD1 RAD0 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VREGLレジスタは、VREG×1/2電圧の AD変換結果の下位 8ビットのデータが格納されるレジス

タです。 

 

 

 

 

30. VREGHレジスタ（Adrs=49H） 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ビット名 ― ― ― ― RAD11 RAD10 RAD9 RAD8 

R/W R R R R R R R R 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VREGH レジスタは、VREG×1/2 電圧の AD変換結果の上位４ビットのデータが格納されるレジス

タです。 
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● 動作モード 

本 ICには、以下の動作モードがあります。 

通常動作モード 全ての機能が動作するモードです。 

パワーダウンモード パワーアップ以外の回路を全て停止させ、消費電流を低減するモードです。 

 

それぞれのモードへの移行条件は、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーダウンモードから通常モードへの移行には、PUPI 端子へ”H”パルスを入力後、内部回路が安定

するまでの時間が必要です。SPI 通信ができるまでの待ち時間は、下表のとおりです。 

SPI 命令 待ち時間 

電圧測定以外（各種設定等） tPDPO×多段段数 

電圧測定（セル、温度センサ、VREG） tPUW＋tPDPO×（多段段数－1） 

パワーアップ安定中（tPUWの区間）に電圧測定を動かした場合、測定誤差は保証できませんので、ご注

意ください。 

多段接続の場合、通常モードへの移行後、各 ICへの ID 割り付けが必要となります。 

 

パワーダウン

モード 

通常モード 電源投入時 
PUPI信号”H”パルス入力 

パワーダウン移行命令

（PDWN=1書き込み※） 
or 

WDTオーバーフロー 

or 

VREG低下 

※PDWN=1書き込みには、PDACPによる書き込み許可の設定が、事前に必要です。 

 

パワーアップ時動作（SPI 通信開始）タイミングチャート 

SPI Initial setting 
Command 

状態 

PUPI 

パワーダウン 

0V 
VREG 

VREF 
0V 

4.7V 

5.3V 

tPUP 

パワーアップ安定待ち 

PUPO 

tPDPO 

tPUW 

VIHP（最下位 ICの場合。2段目以上は下段の PUPOを入力。） 

/PUPO 

Any 
Command 

通信可 電圧測定可 
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● ID自動設定機能 

ML5239 は、多段接続した際に各 ICに自動で IDを割り付ける機能を内蔵しています。 

電源投入し、内部回路安定待ち時間経過後、多段接続した全ての ICの ID自動設定レジスタ IDREG

は、初期値 0x00 となります。この状態で、ID=WR_ALL を指定して SPI 通信で ID自動設定コードアクセ

プタ IDACPに 0x5Aを書き込み、ID自動設定レジスタ IDREG への書き込みを許可します。 

次に、ID=WR_ALLを指定して ID自動設定レジスタ IDREGに“多段段数－１“の値を書き込むと、下表

のように最下段の一つ上の ICから順番に IDが自動で設定されます。 

 

ID3 ID2 ID1 ID0 多段接続順番 

0 0 0 0 最下位 IC 

0 0 0 1 2段目 IC 

0 0 1 0 3段目 IC 

： ： 

1 1 0 1 14段目 IC 

1 1 1 0 15段目 IC 

1 1 1 1 16段目 IC 

 

ID自動設定は、上記 IDREGへの任意の値の書き込み後、多段接続 1段につき約 170μsの時間を要し

ます。ID自動設定中は、MCU からの SPI 通信を実行しないでください。なお ID自動設定時のクロックは

MCUからの入力クロックではなく最下段の ML5239 が SCKO を生成します。 

ID自動設定の完了時に、外部MCUへの割り込み信号を/INTO端子に出力することができます。割り込

み信号を出力させたい場合は、ID自動設定前に、ID=0 を指定して INT_EN レジスタの EID ビットにより

ID自動設定完了割り込みを許可にしておく必要があります。詳細は、制御レジスタの INT_EN レジスタ、

INT_REQ レジスタの項目を参照してください。 

 

 

● ウォッチドッグタイマ機能 

ML5239 は、一定期間 SPI 通信が行われなかった場合に異常と検出するウォッチドッグタイマ機能を内

蔵しています。 

WDTのカウンタをクリアする（SPI通信が行われたことを ICが認識する）には、/CS=”L”の状態で SCKの

クロックが 16CLK 入力されることが条件となります。 

 

 

 

 

 

● 電源投入・遮断順序 

各電池セルの接続順序は任意ですが、GND端子、VDD端子を接続後に、下位セルより接続することを

推奨します。 

なお、電源投入後の初期状態は、パワーダウンモードになります。PUPI 端子に”H”パルスを入力し、パ

ワーアップさせてください。詳細は、「動作モード」の章を参照して下さい。 
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● セル電圧測定 

セル電圧の測定方法には、選択した 1 つのセル電圧を測定するセレクト測定と、選択した複数のセル電

圧を連続して測定するスキャン測定の 2 種類があります。 

セル電圧測定モードの選択と測定の設定は、MEAS_VCELL レジスタにより行います。詳細は、

MEAS_VCELL レジスタの項目を参照してください。 

 

各測定モードでのセル電圧測定動作タイミングチャートを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セレクト測定モード時動作タイミングチャート (最下位セル 1、セル 16測定時) 

SPI 

測定回路状態 

MEAS_VCELL 
MVCビット 

STAT_MVL/H 
VC1ビット 

 
VC16ビット 

 
VCELL1L/H 

 
VCELL16L/H 

 
/INTO 

 

MEAS_VCELL INT_REQ 

スタンバイ セル 1 
測定 

MEAS_VCELL 

スタンバイ セル 16 
測定 

スタンバイ 

セル電圧測定完了 
割り込み許可時 

セル電圧測定完了 
割り込みクリア 

Hi-Z Hi-Z 

スキャン測定モード時動作タイミングチャート (セル 1～2 測定時) 

SPI 

測定回路状態 

MEAS_VCELL 
MVCビット 

STAT_MVH 
VC1ビット 

 
VC2ビット 

 
VCELL1L/H 

 
VCELL2L/H 

 
/INTO 

 

MEAS_VCELL INT_REQ 

スタンバイ セル 1 
測定 

セル 2 
測定 

スタンバイ 

セル電圧測定完了 
割り込み許可時 

セル電圧測定完了 
割り込みクリア 

MEAS_VCELL 

Hi-Z Hi-Z 

セル測定 
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● 温度センサ入力電圧測定 

温度センサ入力電圧の測定方法には、選択した 1つの温度センサ入力を測定するセレクト測定モードと、

複数の温度センサ入力電圧を連続して測定するスキャン測定モードの 2 種類があります。 

温度センサ測定モードの選択と測定の設定は、MEAS_TEMP レジスタにより行います。 

温度センサ測定時には、TDRV 端子に 0Vを出力し、TEMP1～TEMP4 端子入力電圧が安定した後に

測定を開始してください。詳細は、SETOUT レジスタ、及び MEAS_TEMP レジスタの項目を参照してくだ

さい。温度センサ測定完了後は、TDRV 端子を Hi-Z 状態に設定し、消費電流を低減させると共に、

VREG出力電圧の低下を最小限にすることを推奨します。 

各測定モードでの温度センサ入力電圧測定動作タイミングチャートを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セレクト測定モード時動作タイミングチャート (TEMP1 端子入力測定時) 

SPI 

測定回路状態 

SETOUT 
TDRVビット 

 
MEAS_TEMP 

MTビット 

TEMP1L/H 
 

/INTO 
 

SETOUT INT_REQ 

安定時間 スタンバイ TEMP1 
測定 

MEAS_TEMP 

スタンバイ 

温度センサ測定完了 
割り込み許可時 

温度センサ測定完了 
割り込みクリア 

Hi-Z Hi-Z 

VREG 

SETOUT 

VREG 

0V 

TDRV端子 
=0V出力 

TDRV端子 
 
 

TEMP1端子 

VREG 

VREG 

TDRV端子 
=Hi-Z 出力 

スキャン測定モード時動作タイミングチャート (TEMP1～TEMP2測定時) 

SPI 

測定回路状態 

SETOUT 
TDRVビット 

 
MEAS_TEMP 

MTビット 

TEMP1L/H 
 

TEMP2L/H 
 

/INTO 
 

SETOUT INT_REQ 

安定時間 スタンバイ TEMP1 
測定 

MEAS_TEMP 

スタンバイ 

温度センサ測定完了 
割り込み許可時 

温度センサ測定完了 
割り込みクリア 

Hi-Z Hi-Z 

VREG 

SETOUT 

VREG 

0V 

TDRV端子 
=0V出力 

TDRV端子 
 
 

TEMP1,2 端子 

VREG 

VREG 

TDRV端子 
=Hi-Z 出力 

TEMP2 
測定 
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● VREG電圧測定 

VREG電圧測定は、MEAS_VREGレジスタにより行います。詳細は、MEAS_VREGレジスタの項目を参

照してください。 

 

VREG電圧測定動作タイミングチャートを以下に示します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● セルバランス 

外付け Nch-FET を用いて、下図のようにセルバランス回路を構成します。 

セルバランスを行う場合には、CBALL、CBALHレジスタの SWnビットを”1”に設定することで、CBn端子

と Vn 端子間に 100kΩ(typ)の抵抗が接続されます。SWn ビットが”0”の場合には、CBn 端子と Vn-1 端子

間に 100kΩ(typ)の抵抗が接続されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWn 

Vn 

Vn-1 

CBn 

50kΩ 

50kΩ 

RCEL 

RCEL 

RCB 

Rd 

ML5239 

VREG 電圧測定動作タイミングチャート 

SPI 

測定回路状態 

MEAS_VREG 
MVRビット 

VREGL/H 

MEAS_VREG INT_REQ 

スタンバイ VREG 
測定 

スタンバイ 

VREG電圧測定完了 
割り込み許可時 

VREG電圧測定完了 
割り込みクリア 

Hi-Z Hi-Z 

/INTO 

CCEL 

CCEL 

50kΩ 
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● 割り込み信号出力 

各種測定完了と異常発生を外部MCUへ知らせるために、/INTO端子から割り込み信号を出力します。 

各種割り込みの発生許可は INT_EN レジスタで設定し、発生した割り込みの確認とクリアは、INT_REQ

レジスタをリード/ライトすることで行います。 

割り込み要因と発生条件、発生後の状態について、下表に示します。 

 

割り込み要因 割り込み発生条件 割り込み発生後の状態 

セル電圧測定完了 
MEAS_VCELL レジスタの MVC ビットを”1”
にセット後、セル電圧測定が完了した場合 

VCELLnL/H レジスタに測
定結果が格納されます。 

温度センサ入力 

測定完了 

MEAS_TEMP レジスタの MT ビットを”1”に
セット後、温度センサ測定が完了した場合 

TEMPnL/H レジスタに測定
結果が格納されます。 

VREG 電圧 

測定完了 

MEAS_VREG レジスタの MVR ビットを”1”
にセット後、VREG 電圧測定が完了した場合 

VREGL/H レジスタに測定
結果が格納されます。 

CRCエラー 
受信した CRC コードが計算した結果と一致
しなかった場合 

受信した SPI 通信データは
無効となります。 

ID自動設定完了 ID自動設定が完了した場合 
全ての IC がスタンバイ（命
令受付可）状態となります。 

VREG 出力電圧 

低下検出 

VREG 端子出力電圧が 4.3V(typ)以下に低
下したことを検出した場合。 

各種測定結果は正常な値
ではありません。 

VREG 出力電圧 

復帰検出 

VREG 端子出力電圧が 4.85V(typ)以上にな
ったことを検出した場合。 

パワーアップ時の VREG 出力立上がり時に
は割り込みは発生しません。 

各種測定を正常に行うこと
ができます。 

WDT  オーバーフローする時 ICはパワーダウンします。 

 

※VREGは、推奨動作範囲を下回ると割り込みを発生します。更に、IC内部回路が正常動作できないレ

ベル近傍まで下がるとパワーダウンに移行します。 

 

 

 

 

 

● セル接続方法 

接続セル数が 15 セル以下の場合には、下表の接続を推奨します。 

接続 
ｾﾙ数 

V16端子 V15端子 V14 端子 V13端子 V12端子 V11端子 V10端子 V9端子 V8端子 V7端子 V6端子 
V1～V5

端子 

15 VTOP セル セル セル セル セル セル セル セル セル セル セル 
14 VTOP VTOP セル セル セル セル セル セル セル セル セル セル 
13 VTOP VTOP VTOP セル セル セル セル セル セル セル セル セル 
12 VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル セル セル セル セル セル セル 
11 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル セル セル セル セル セル 
10 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル セル セル セル セル 
9 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル セル セル セル 
8 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル セル セル 
7 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル セル 
6 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル セル 
5 VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP VTOP セル 

 

※VTOP： その ICの電池接続最上位の V 端子と同じ電位 
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● 多段接続方法 

ML5239 では、最大 16 個の ICを多段接続可能です。 

多段接続時には、下図のように各 IC間を接続してください。詳細接続方法については、応用回路例を

参照してください。 

最下位 ICの ID端子は”L”レベルに設定してください。上位 ICの ID端子は、全て”H”レベルに設定し

てください。 

SDOI端子と上位 ICの SDI端子は、リード/ライト動作に応じて、入出力モードが自動的に切り換ります。 

IC間の配線寄生容量等により、SPI通信速度が制限されますので、実際のアプリケーションで確認してく

ださい。 
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● 未使用端子の処理 

下表に未使用端子の処理方法を示します。 

 

未使用端子 推奨端子処理 

V6～V16 その ICの電池接続最上位の V端子と同じ電位 

CB1～CB16 オープン 

TDRV オープンまたは GND端子に接続 

TEMP1～TEMP4 GND端子に接続 

/INTO オープンまたは GND端子に接続 

PUPO オープン 

/PUPO オープン 

/INTI オープン 

SDOI オープン 

SCKO オープン 

/CSO オープン 
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■ 応用回路例 (16セル接続、2段接続) 
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電源 

GND 

※ 

接続の無い端子は、オープンです。 

※PUPI入力については、P.11を参照して下さい。 

(注意)推奨する GND配線について、セル 1測定はML5239の V1端子と GND端子間の電圧を測定します。 

GNDに流れる電流が大きくなるほど測定誤差が大きくなります。MCU等電流が多く流れるような他のGNDとは

分離して、独立配線にすることを推奨します。 
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■ 応用回路例 (12セル接続、多段接続なし) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外付け部品推奨値 

部品 
推奨値 

耐圧[V] Min Typ Max 

RVDD ― 100Ω ― 330Ω 

CVDD 100 1.0F ― ― 

RCEL ― 100Ω ― 1kΩ 

CCEL 100 0.1F ― ― 

RCB ― 1kΩ ― ― 

CC 10 ― 0.22F ― 

CHV 10 ― 0.22F ― 

CREF 10 ― 1.0F ― 

CREG 10 ― 1.0F ― 

CREGU 10 10nF 0.1F 1.0F 

RVREGU ― 100Ω ― 330Ω 

RGNDU ― 100Ω ― 330Ω 

RSPI ― 100Ω ― 330Ω 

RPUP ― 500Ω ― 1kΩ 

 

(注意) 抵抗精度は±1%、容量精度は±20%とする。 

記載の回路例、外付け部品の推奨値は、あらゆる動作条件下での動作を保証するものではありません

ので、実際のアプリケーションで十分評価の上、最適な回路構成、部品定数の選択を行ってください。 

接続の無い端子は、オープンです。 

※PUPI入力については、P.11を参照して下さい。 
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GND 

※ 

(注意)推奨する GND配線について、セル 1 測定はML5239の V1 端子と GND 端子間の電圧を測定します。 

GNDに流れる電流が大きくなるほど測定誤差が大きくなります。MCU等電流が多く流れるような他のGND とは

分離して、独立配線にすることを推奨します。 
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■ パッケージ寸法図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表面実装型パッケージ実装上の注意 

 

表面実装型パッケージは、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に大変影響を受けやすい

パッケージです｡したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パ

ッケージコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などをローム営業窓口ま

で必ずお問い合わせ下さい｡ 
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■ 改版履歴 
 

ドキュメント No. 発行日 
ページ 

変更内容 
改版前 改版後 

FJDL5239-01 2015.2.6 ― ― 初版発行 

FJDL5239-02 2019.2.25 9 9 交流特性の項目追加、修正。 

32 32 
ID自動設定時は最下段の ML5239 が SCKOを

生成することを追記。 

40 40 外付け部品の推奨値修正。 

FJDL5239-03 2019.8.8 6 6 
絶対最大定格： 

PUPI, /PUPI端子入力電圧の規定を変更 

FJDL5239-04 2020.3.23 7 7 

電気的特性： 

HV端子出力電圧範囲の下限値を 3.8Vから 3.3V

へ変更 

FJDL5239-05 2020.12.01 - - 社名ロゴ変更 

43 43 「ご注意」の内容変更 

FJDL5239-06 2022.12.07 6 6 VREGUに条件を追記。 

  39,40 39,40 
応用回路図の修正と、推奨する GND配線を追

記。 

FJDL5239-07 2024.1.9 1 1 ■用途、■形名を追記 注釈削除 

43 43 ご注意のページ差し替え 
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ご注意 

 

 

1) 本製品をご使用の際は、最新の製品情報をご確認の上、絶対最大定格(*1)、動作条件その他の指定条件の範囲内で

お使いください。指定条件の範囲を超えて使用された場合や、使用上の注意を守ることなく使用された場合、その後

に発生した故障、誤動作等の不具合、事故、損害等については、ラピステクノロジー株式会社（以下、「当社」といいま

す）はいかなる責任も負いません。また、指定条件の範囲内のご使用であっても、半導体製品は種々の要因で故障・

誤作動する可能性があります。万が一本製品が故障・誤作動した場合でも、その影響により人身事故、火災損害等が

起こらないよう、お客様の責任において、ディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等お

客様の機器・システムとしての安全確保を行ってください。 

(*1)絶対最大定格 : 瞬時たりとも超過してはならない限界値となります。 

 

2) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計がなされておりません。 

 

3) 本資料に記載されております応用回路例やその定数、ソフトウェア等の情報は、半導体製品の標準的な動作例や応

用例を説明するものです。お客様の機器やシステムの設計においてこれらの情報を使用する場合には、お客様の責

任において行ってください。また、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたし

ます。これらのご使用に起因して生じた損害等に関し、当社は一切その責任を負いません。 

 

4) 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の技術情報は、それをもって当該

技術情報に関する当社または第三者の知的財産権その他の権利を許諾するものではありません。したがいまして、 

当該技術情報を使用されたことによる第三者の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社

は何ら責任を負うものではありません。 

 

5) 当社は、本資料に明示した用途で本製品が使用されることを意図しています。本資料に明示した用途以外への使用

を検討される場合は、必ず営業窓口までお問い合わせください。また、本製品を、医療機器分類クラスⅢ、Ⅳに該当

する用途に使用される際は、必ず当社へご連絡の上、書面にて承諾を得てください。 

本製品を、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム、極めて高い信頼性を要求される機器（航空

宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器等）に使用することはできません。当社の事前の書面による承諾なく、当

社の意図していない用途に製品を使用したことにより生じた損害等に関し、当社は一切その責任を負いません。 

 

6) 本資料に記載の内容は、改良などのため予告なく変更することがあります。本製品のご使用、ご購入に際しては、必

ず事前に営業窓口で最新の情報をご確認ください。本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作

成したものですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因して、お客様に損害が生じた場合においても、当社はその

責任を負うものではありません。 

 

7) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。お客様がかかる

法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

 

8) 本製品および本資料に記載の技術を輸出または国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出

管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。 

 

9) 本資料に記載されている内容または本製品についてご不明な点がございましたら営業窓口までお問い合わせくださ

い。 

 

10) 本資料の一部または全部を当社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。 

 
Copyright 2015 – 2024 LAPIS Technology Co., Ltd. 
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